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第 3 章でで、は. まず
























した装置を用いて n-InSb ， n-GaAs にわける電子散乱過程に関する新しい知見を得ている口すなわ
ち.オーミック領域における横磁気フォノン共鳴では不純物による多重散乱が重要であることを示し.
縦磁気フォノン共鳴で、は二つの縦波光学フォノンにより同時に散乱される過程を見出している口ホッ
トエレクトロン領域における磁気フォノン共鳴から. 10K 付近における電子の有効質量を求め. 77K 
における横磁気配置で見かけの有効質量が電界とともに上昇し.縦磁気配置では同時に二つの縦波光
学フォノンを放出する新シリーズの現われることを示している口さらに.これらの知見をもとに磁気
フォノン共鳴による強磁場測定装置の較正.半導体有効質量の決定.半導体結晶評価が可能で、あるこ
とを示しているの
以上のように本論文は磁気フォノン共鳴の精密測定法の確立と.その電子物性研究並びに半導体工
業への応用を実際に示したもので電子工学に貢献するところが大であるのよって博士論文として価値
あるものと認める口
つ臼?
